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如何解决 BQ500212A 上电期间的电源故障

Rayna Feng

摘要

本应用手册讨论了 BQ500212A 上电过程中发生随机掉电的根本原因，并介绍了几种解决该问题的设计方案。
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1 简介

BQ500212A 是一款经过 Qi 认证的超值设计，集成了控制向单个符合 WPC1.1 标准的接收器进行无线电力输送所

需的所有功能。BQ500212A 符合 WPC1.1 标准，专为 5V 系统而设计，可作为无线电源联盟 A5 类或 A11 型发射

器。BQ500212A 的休眠引脚和睡眠引脚使无线充电器系统能够在发射器线圈上没有任何东西时，通过以固定的间

隔探测周围环境来降低功耗。此外，bq500212A IC 设计用于由一个良好稳压的 3.3V 电源供电。这可以是低开关

电源或线性稳压器。3.3V 电源被集成在一个完整的发射器设计中，整个系统由 5V 电源供电，该 5V 电源需能够

支持 5W 的输出负载以及系统中的转换损耗。

2 其他信息

2.1 电源故障的根本原因

BQ500212 典型应用方框图是 BQ500212A 典型应用的方框图。5V 适配器通常用于为无线充电器系统供电。休眠

和睡眠信号可用于控制 LDO 输出，以使系统断电，从而优化功耗。

图 2-1. BQ500212 典型应用方框图

1. 典型应用方框图中的电源故障问题

在实际设计中，如图 图 2-2 所示，TI 建议将 BQ500212A 的睡眠和休眠引脚连接至 MOSFET 的栅极，将 

LDO 的 EN 引脚连接至 MOSFET 的漏极。当睡眠引脚或休眠引脚输出低电平信号时，MOSFET 导通，EN 
引脚被拉低，从而关闭 LDO 并使 BQ500212A 断电。
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图 2-2. LDO 控制电路

2. LDO 控制电路

在实际测试中，如图 3 所示，在 BQ500212A 上电期间，睡眠引脚会发出干扰信号。这些干扰达到 MOSFET 
的栅极阈值，导致其导通。随后 LDO 被关闭，从而导致 BQ500212A 发生电源故障。

图 2-3. 电源故障的测试波形

3. 电源故障根本原因分析的测试波形

BQ500212A 内置一个 1.8V 内核稳压器，为 BQ500212A 的所有 IO 引脚供电。BPCAP 引脚是内部稳压器的

输出，需要将旁路电容器连接到 GND。旁路电容器将影响 1.8V 内核电源的上电速率。如果内部 1.8V 上电不

正确，包括睡眠引脚在内的 IO 引脚会受到外部 3.3V 电源导轨的影响。

通过在电源故障期间测试电源导轨，图 2-4 显示了睡眠引脚产生的干扰与外部 3.3V 的上电周期相匹配。图 

2-5 显示，如果 1.8V 内核电源上电更快，则睡眠引脚不会受到外部 3.3V 电源的影响。
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图 2-4. 上电时因睡眠干扰引发的问题

4. 不正确上电导致的睡眠干扰

图 2-5. 正确上电

5. 正确上电
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2.2 设计方案：提高内部 1.8V 内核电源的上电速率

要提高内部 1.8V 内核电源的上电速率，TI 建议选择一个 3.3V 到 BPCAP 引脚的更大旁路电容器。表 2-1 比较了

在 3.3V 到 BPCAP 引脚上 1uF 和 2.2uF 的性能。当上电速率增加到 0.34V/ms 时，可以避免电源故障。

1. 内核电源上电速率

表 2-1. 内核电源上电速率

从 3.3V 到 BPCAP 引脚的旁路电容器 1uF 2.2uF

1.8V 上电速率 0.24V/ms 0.34V/ms

电源故障 是 否

BPCAP 引脚是内部 1.8V 稳压器的输出，连接到 BPCAP 引脚的电容器起到滤波作用。1.8V 稳压器由 3.3V 电源

（引脚 33）供电。1.8V 电源为器件的数字内核供电，而 3.3V 电源为 IO 线路供电。如果 IO 线路在内核之前上

电，IO 线路可能会产生干扰启动的意外脉冲。

为防止此问题，TI 建议在 BPCAP 引脚上使用电容分压器，因为这可以在启动时提升 1.8V 电压。在 BPCAP 引脚

与 3.3V 之间连接一个电容器，在 BPCAP 与接地之间连接一个 1uF 电容器。

2.3 解决方法：在电阻栅极添加电阻器

在当前系统中，保持 MOSFET 在上电期间处于关断状态，可以避免 LDO 被关闭。因此，在 MOSFET 的栅极添

加一个电阻，可以在睡眠引脚输出干扰时，帮助降低施加在栅极上的电压。

2.4 解决方法：选择一个栅极阈值较高的 MOSFET
分析睡眠引脚上的干扰，结果显示其宽度约为 1.2ms，幅度约为 1.2V。因此，选择具有更高栅极阈值的 MOSFET 
有助于 MOSFET 保持关断状态，避免电源故障。

3 总结

在特定条件下，上电干扰可能会引发启动问题。如本应用手册中所示，已有可消除该问题的设计方案。

4 参考资料

1. 德州仪器 (TI)，bq500212A 低成本系统，适用于 WPC TX A5 或 A11 的无线电源控制器，数据表。
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制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、
成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。
TI 提供的产品受 TI 销售条款)、TI 通用质量指南 或 ti.com 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩
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